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Особый интерес представляют исследования влияния пространственной дисперсии на распространение акустических возбуждений в нецентросимметричных кристаллических структурах, которая обусловливает акустическую активность (поворот плоскости поляризации акустической волны) таких сред.

Акустическая активность была экспериментально обнаружена в кристаллах кварца, а также было выявлено что при распространении поперечных акустических волн вдоль акустических осей эффект акустической активности проявляется таким же образом, как и оптическая активность. Экспериментально акустическую активность исследовали лишь у ограниченного ряда кристаллов в связи с тем, что это явление имеет схожие характеристики с упругой анизотропией. 
Расчет характеристик акустических возбуждений, распространяющихся в несовершенном 1D фононном кристалле, проведем в рамках развитого ранее подхода [1-2]. При этом методика [1] применяется для исследования аналогичной системы плоскопараллельных слоев, но с анизотропными примесными слоями, отличающимися упругими характеристиками. Полагаем, что в данной слоистой структуре все акустические оси параллельны друг другу. 
В соответствии с феноменологическим подходом [3], угол поворота плоскости поляризации акустической волны в неидеальной топологически упорядоченной 1D сверхрешетке, состоящей из [image: image2.png]


 элементарных ячеек, описывается следующим выражением:
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Полагаем, что количество ячеек [image: image6.png]


 достаточно велико (чтобы можно было проводить конфигурационное усреднение с помощью приближения виртуального кристалла).

В (1) [image: image8.png]


 и [image: image10.png]Png (@)



 – конфигурационно зависимые соответственно, толщина [image: image12.png]


-го слоя [image: image14.png]


-й элементарной ячейки и удельный угол вращения плоскости поляризации акустической волны частоты [image: image16.png]


 – число слоев элементарной ячейки.

Рассмотрим конкретную модельную двухподрешеточную систему, состоящую из слоев парателлурита (первая подрешетка) и слоев [image: image18.png]


-кварца – вторая подрешетка, которая варьируется как по составу (с замещением на слои парателлурита, концентрация такого рода дефектов [image: image20.png]


), так и по толщине (концентрация таких дефектов [image: image22.png]


).

Полагая, что в идеальном случае толщина слоев обеих подрешеток одинаковая, а также учитывая, что удельное вращение плоскости поляризации упругой волны [image: image24.png]2)
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 в направлении акустической оси в слоях парателлурита составляет 913град/см при 30МГц, что более чем в 8000 раз превышает ту же величину в слоях [image: image26.png]


-кварца в направлении оси [4], благодаря более сильной анизотропии упругих свойств и меньшей скорости упругих волн в кристалле парателлурита [4] по сравнению с кварцем. 

В результате математического моделирования получена концентрационная зависимость угла вращения плоскости поляризации упругой волны в исследуемой неидеальной 1D-сверхрешетке:
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На Рисунке 1 представлены три варианта поверхностей концентрационной зависимости [image: image30.png]@(Ce,Cr)



 для конкретных значений параметров: при [image: image32.png]


 для 1-й поверхности [image: image34.png]


, для 2-й поверхности [image: image36.png]


 и для 3-й поверхности [image: image38.png]


.

Анализ полученной в результате численного моделирования концентрационной функции [image: image40.png]@(Ce,Cr)



 указывает на возможность контролировать угол вращения плоскости поляризации акустической волны в исследуемой слоистой фононной структуре, варьируя ее состав и/или толщину слоев.
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Рисунок 1. – Концентрационная зависимость угла вращения плоскости поляризации [image: image43.png]@(Ce,Cr)



 упругой волны в неидеальной 1D-сверхрешетке.

Представленные на Рисунке 1 поверхности [image: image45.png]@(Ce,Cr)



 указывают на рост величины угла вращения с увеличением концентраций [image: image47.png]Ce,Cr



 указанных дефектов структуры. Таким образом, для конкретных оценок влияния дефектов [5-6] важен учет размерных параметров: [image: image49.png](2]
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